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N O R M A BRANŻOWA 
BN-81 

ELEMENTY Diody 3375-35.01 
PÓŁPRZEWODNIKOWE BB 105A,.BB 105AD, BB 105B, 

BB 105G, BB 105GD 
Grupa katalogowa 1923 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szcze
gółowe wymagania dotyczące krzemowych diod pojem
nościowych, wykonanych technologią epiplanarną, typu 
BB !05A, BB !05AD, BB 105B, BB !05G, BB J05GD, 

• w obudowie plastykowej, przeznaczonych do sprzętu 

powszechnego użytku oraz do urządzeń, w których 
wymaga się zastosowania elementów o wysokiej i bardzo 
wysokiej jakości. 

Diody przeznaczone są do pracy głównie w głowicach 
zintegrowanych OTVC. Kategoria klimatyczna - wg 
PN-73/E-04550 - dla diod: 

standardowych (poziom jakości I) - 40/100/10, 
- wysokiej jakości (poziom jakości III)-40/100/21, 
- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -

40/100/56. 
2. Przykład oznaczenia 
a) diody standardowej: 

DIODA BB 105AD BN-8 1/ 3375-35.01 40/ 100/ 10 
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b) diody wysokiej jakości : 

DIODA BB 105AD/3 BN -8 1/3375-35 .01 40/ 100/21 

c) diody bardzo wysokiej jakości: 

DIODA BB 105AD/ 4 BN-81 / 3375-35.01 40/ 100/ 56 

W uzasadnionych przy padkach dopuszcza się po
minięcie kategorii klimatycznej. 

3. Cechowanie diod powinno zawierać następujące 

dane: 
a) oznaczenie .typu (podtypu) wg kodu kolorowego 

podanego na rysunku , 
b) oznakowanie dodatk owe dla diod wysokiej jakości 

i bardzo wysokiej jakości; na etykiecie opakowania 
jednostkowego diody wysokiej jakości po oznaczeniu 
typu powinny mieć umieszczoną cyfrę 3, a diody bardzo 
wysokiej jakości cyfrę 4, np. BB 105AD/4. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń diod - wg 
rysunku i tabl. l. Oznaczenie obudowy stosowane przez 
producenta - CE 37. 
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Obudowa CE 57 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia 25 marca 1981 r. 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 . 

jako norma obowiązująca od dnia 1 paŹdziernika 1981 r 
(Dz. Norm. i Miar nr 11 / 1981 poz. 55) 

Druk. Wyd. Norm . W·wa. Ark . wYd . 1.00 Nakl . 2500 + 55 Zam. 1420/ 81 Cena zł 7,20 
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Tablica I. Wymiary obudowy CE 37 

Symbol 
Wymiary, mm 

Symbol 
Wymiary, mm 

wymiaru 
mIn nom max 

wymlartl 
mIn nom max 

J-
b, 1,10 - 1,85 G - - 4,10 

b2 0,60 - 0,75 H 12,00 - 13,50 

c 0,17 - 0,25 I - - 3,05 

D - 2,60 - l, 1,80 - -

E - - 2,50 N 1,50 - -

e 7,05 - - Q - - 0.50 

5. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, C i D 
a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów: 

b~; D; e; H wg rysunku i tabl. I, 
b) badanie podgrupy A2 - sprawdzenie podstawo

wych parametrów elektrycznych wg tabl. 2, 
c) badanie podgrupy A3 - sprawdzenie drugorzęd

nych parametrów elektrycznych wg tab!. 3, 
J) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrów 

elektrycznych w 1amb = 60 oC (poziom III, IV) wg 
tab!. 4, 

e) ~adanie podgrupy BI i CI - sprawdzenie wytrzy
małości mechanicznej wyprowadzeń: próba Ua l, 

ł) badanie podgrupy B3 - sprawdzenie wytrzyma
łości na spadki swobodne - położenie diody w czasie 
spadania: wyprowadzenia prpstopadłe do kierunku 
spadania, . 

g) badanie podgrupy 84 - sprawdzenie wy trzyma
(ości na udary wielokrotne: mocowanie za obudowę, 

h) badanie podgrupy B5 i C5 - sprawdzeni'? wytrzy
małości na nagłe zmiany temperatury: TA = -40 oC; 
Ts = 100 oC, 

i) badanie podgrupy B6 i C6 - sprawdzenie oclpor
ności na narażenia elek tryczne: metoda badania e wg 
PN-78/T-01515 tabl. 5, tw.1h = 55 oC, Uli = 28 V, 

j) badania podgrupy C2: 

I 
I 

sprawdzenie parametrów elektrycznych wg tab!. 2 
3, 

sprawdzenie odporności na suche gorąco -
tamb' max = +100 oC, 

- sprawdzenie odporności na zimno - lamb min = 
-40 oC 
k) badania podgrupy C3 - masa wyrobu: 0,2 g, 
l) badania podgrupy C4 - wskaźnik AQL 2,5 %: 

- sprawdzenie wytrzymałości na przyspieszenie stałe: 
w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach, moco
wanie za obudowę, 

-, spra wd zenie, wytrzymałości na udary pojedyncze 
wielokrotne: mocowanie za obudowę, 
- sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej 
zmiennej częstotliwości: mocowanie za obudowę, 
m) badanie podgrupy C5: 
-- sprawdzanie wytrzymałości na nagłe zmiany tem

peratury: TA = -40 oC; Ts = 100 oC, 
- sprawdzanie wytrzymałości na ciepło lutowania: 

temperatura kąpieli 350 oC, 
n) badanie podgrupy C7 - sprawdzanie wytrzyma

łości na zimno - tslg min = -40 oC, 
o) badanie podgrupy C8 - sprawdzanie wytrzyma

łości na suche gorąco - l slg max = 100°C, 
p) badanie podgrupy CIO - sprawdzenie wymiarów 

wg rysunku i tabl. l, 
r) badanie podgrupy Dl (poziom III i IV) - spraw

dzenie odporności na niskie ciśnienie atmosferyczne: 
temperatura narażenia 25 oC, 

s) badania podgrupy 02 - sprawdzenie wytrzyma
łości na rozpuszczalniki: alkohol etylowy lub aceton, 

t) badania podgrupy 03 - sprawdzenie palności 
wg PN-78/T-01515 zał. 2, p. 4.3, 

u) badanie podgrupy 04 - sprawdzenie wytrzyma
łości na pleśń - po badaniu brak porostu pleśni, 

w) badanie podgrupy 05 - sprawdzenie wytrzyma
łości na mgłę solną: położenie diody dowolne, 

z) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po 
badaniach grupy B, C i D wg tabl. 5. 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-8113375-35.00 

Tablica 2 Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 C2 (poziom I, III i IV) .. 
I I Wartości granIczne I OznaClcnia Metoda pomia- I 

Jedno-
Lp. literowe ru wg PN-75/ Warunki pomiaru BB !OSA BB !05AD BB 105B BB !05G BB !05GD 

parametrów T-O 1504 
SIka 

mm max mm max mm max mIn max mm max 

J 2 -hi 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 

l 1 ark. 56 UR - 28 V nA - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 'R 
• 

2 CiO/(URI) ark. 58 UR = 25 V;f= l MHz pF 2,3 2,8 2,2 2,8 2,0 2,3 1,8 2,8 1,8 2,8 

UR = 3 V dla Co, (UR2) 

I .3 
CWI ( UR21 ark. 58 UR = 25 V dla C I01 ((lRd 4 5 4,5 6 4,5 6 4 6 4,5 6 -, 

! 
C/Ol f l MHz 

I 
(UR'I = , 

5 9 V. 
• , ) Un = J V, V, I " l 

Ll ero' ark. 58 
12 V, 25 V 

% ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±3 ±2 - - - - -
4 C'IOII +C'o12 f= l MHz 

2 Ll (~IOI = CIOil - C tol '2 

i) C !<lTI. C1o/ 2 - pojemności diod dobieranych w pary, trójki itp. przy Iym samym określonym UR. 
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Tablica 3. Parametry elektryczne drugorzędne sprawdzane w badaniach podgrupy A3 i C2 (poziom I, III IV) 

Oznaczenie Metoda pomia-
Wartości graniczne 

Jedno-
Lp. literowe ru wg PN-76/ Warunki pomia ru 

st ka 
BB 105A BB !05AD BB ł05B BB !05G BB !05GD 

parametru T.{)1504 
mm max mm max mm max mm max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 

I rs ark. 67 f = 470 MHz; COl = 9 pF fi - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 1,2 - 1,2 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom III i IV) 

Oznaczenie Metoda pomia-
Wartości graniczne 

Jedno-
Lp. literowe ru wg PN-75 / Warunki pomiaru 

stka 
BB I05A BB 105AD BB 105B BB ł05G BB I05GD 

parametru T.{) 1504 
mm max mm max mm max mm max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 

I IR ark. 56 UR = 28 V; 10mb = 60 oc nA - 300 - 300 - 300 - 300 - 300 

Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, III i IV) 

Oznaczenie 
Metoda Wartości graniczne 

Lp. literowe 
p omiaru Warunki 

Podgrupa badań 
Jedno-

BB I OSA BB !05AD BB ł05B BB 105G BB 105GD 
wg PN-75/ pomiaru stka 

parametru 
T.{) 1504 mm max mm max min max mm max mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

UR = 28 V B6, C6 
- I()() - I()() - 100 - 100 - 100 

nA 
BI , B4, B5 , CI , 

I IR ark . 56 10mb = 25 oC C2, C4, C5, C7, - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 
C8, D I, D5 

UR = 28 V 
C2 1

) JlA 10 10 10 10 10 100 oC - - - - -
10mb = 

2 UF ark. 57 h = 5 mA C2 1
) V 2 2 2 2 2 - - - - -

l amb = -40 oC 

3 
C, = 9 pF B6, C6 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 1;5 - 1,5 

rs ark. 67 n 
! f= 470 MHz B5 , C4, C5 0,8 0,8 0,8 1.2 1,2 - - - - -

4 CWI ark. 58 UR = 25 V BI , B4, B6, CI, 
pF 2,3 2,8 2,2 2,8 2,0 2,3 1,8 2,8 1,8 2,8 

f= I MHz C4, C5, C6 

UR = 3 V, 
o' 

5 
tlC IOI 

a rk . 58 5 V, 9 V, 12 V, C6 % ±I,5 ± 1,5 ±1 ,5 ±3 ±2 - - - - -
Ctotl + C ,o/2 25 V 

2 f= I MHz 

' ) W czasie badania . 

KONIEC 

I nformacjc doda ł k owe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne BN-8113375-35.00 Elementy półprzewodnikowe. Diody po-
Centrum Półprzewodników, Warszawa. jemnościowe . Wymagania i badania 

Normy związane 
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczrie. Próby środo-

wiskowe 
PN-75/T-01504.56 Diody. Pomiar prądu wstecznego I R 

PN-75/T-01504.57 Diody. Pomiar napięcia przewodzenia UF 
PN-75/T-01504.58 Diody. Pomiar pojemności Cr 

PN-76/T-01504.67 Diody. Metoda pomiaru szeregowej rezy-

3. Symbol KTM wyrobu 
BB 105A 1156151302013 
BB 105AD - 1156151302000 
BB 105B 1156151302026 
BB 105G 1156151302039 
BB 105GD - 1156151302041 

stancji zastępczej rs 4. Wartości dopuszczalne - wg tab\. I-l. 
PN-78/T-01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wyma-

gania i badania 5. Dane charakterystyczne - wg tab!. 1·2 rys. I-I 1-8. 

Tablica I-l 

Wartości dopuszczalne 

Lp. 
Oznaczenie 

Nazwa parametru Jednostka 
parametru BB \05A, BB \05AD, BB \05B, 

BB 105G, BB 105GD . 

I 2 3 4 5 

I U R Napięcie wsteczne V 28 

2 URM Szczytowe napIęcIe wsteczne V 30 

3 t ; Temperatura złącza oC 100 

4 t.\"l/{ Temperatura przecho'wywa nia oC -40 .+100 

5 tumh Temperatura otoczenia w czasie pracy oC -40 .+100 

Tablica 1-2 

Typ 

Lp. 
Oznaczen ie Nazwa 

Warunki 
Jedno-

BB \OSA BB \05AD BB \05G BBI05GD pomIaru 
stka BB \05B parametru parametru 

mm typ max min typ max mm typ max mln typ max mm typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

U R = 28 V - I 50 - I 50 - 1 50 - 1 50 - I 50 
1 I R Prąd nA 

wste- U R = 28 V 
czny tumb = 60 oC I) - - 300 - - 300 - - 300 - - 300 - - 300 

Poje-
U R = 25 V 

2 C,o/(URI) mność pF 2,3 2,6 2,8 2,2 2,6 2,8 2,0 2,2 2,3 1,8 2,3 2,8 1,8 2,3 2,8 

diody 
f= 1 MHz 

Sto- U R = 3 V dla 
C ,OI(UR21 sunek C w / (UR2) 

3 poJe m- UR = 25 V dla - 4 - 5 4,5 - 6 4,5 - 6 4 - 6 4,5 - 6 
C/Ol (URII ności C,ot (URII 

diody f= I MHz 
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cd. tab!. 1-2. 

Lp. 
Oznac zenie Nazwa 

Warun ki 
JedRo-

BB pomiaru 
stka parametru parametru 

mm 

I 2 3 4 5 6 

Względ -

na róż -

m ca po-
Jemn o-
ści mię- UR = 3 y . , 5 y . , 

t:.C'Q' dzy d io- 9 Y; l2 Y;25 Y 
4 da rni do- t:.C,Q, = C IO II - % -

C .' I + C/ot2 brany mi -C IO ,2 

2 w dwój- f= l MHz 
ki , trój-

ki, czwó r-
k i lub 

szóstki 

Całko-

wita 
szere-

5 
gowa f = 470 MHz 

fi r ... -
rezy- C,u, - 9 pF 
stancja 
za stę-

pcza 

' ) Dla poziomu ja k ości 1/1 i IV. 
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Rys. l-l. Prąd wsteczny w funkcj i temperatury o toc zenia 
IR = j(lamb) 

Typ 

105A BB 105AD BB 105B BB !05G BBlO5GD 

typ 

7 

-

0,6 

max min typ ma x min typ ma x mm typ max mm typ max 

8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

. 
± 1,5 - - ±1 ,5 - - ± 1,5 - - ±3 - - ±2 

0,8 - 0,6 0,8 - 0,7 0,8 - 0,9 1,2 - 0,9 1,2 
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Rys. 1-2. Prąd wsteczny w fu nkcji na pięCia wstecznego 
IR = j(UR) 
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Rys. 1-3. Charakterystyki temperaturowe pojemności 
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Rys. 1-4. Pojemność diody BB !OSA w funkcji napięcia wste
cznego CIOI = fi U R) 
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Rys. 1-5. Pojemność diody BB 105AD w funkcji napIęcIa 

wstecznego CUI = fi UR) 
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Rys . 1-6. Pojemność diody BB 105B w funkcji na pIęcIa 

wstecznego C Ol = fi UR) 
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Rys. 1-7. Pojemność diody BB 105G w funkcji napIęcia 

wstecznego COl = fi. U R) 
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Rys. 1-8. Pojemność diody BB 105GD w funkcji napIęcIa 

wstecznego COl c= fi. U R) 


